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Programa de la materia

* Red cristalina, red reciproca y difraccion de rayos X

» Clasificacion de los solidos y energia de cohesion
* Vibraciones, fonones y propiedades térmicas

* Electrones en solidos

« Semiconductores y juntura semiconductora

* Magnetismo en solidos

* Introduccidn a los aisladores topologicos L

Banda de valencia




Semiconductores

Compuesto Eg(eV) Compuesto E, Compuesto E, Compuesto

C(V) 547 Te(Vl) 033 AlSb(ll-V) 1.6 InAs(lll-V)
Si(lv) 112 BN(IIV) 6.0 GaN(ll-V) 3.44 InSb (Il-V) .
Ge(lV) 067 BP(Il-V) 2.0 GaP(ll-V) 2.26 CdSe (II-VI)
sn(lv) 01 BAs(ll-V) 1.14 GaAs(lll-V) 1.43 CdS (II-VI)
s (V1) 26  AIN(IIl-V) 6.28 GaSb (lll-V) 0.73 CdTe (II-VI)
Se(V) 174 AIP(IV) 245 InN(ll-V) 0.7 ZnO (Il-VI)
Se(VI) 205 AlAs(ll-V) 2.16 InP (V) 1.35 ZnSe (Il-VI)
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Resumen
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